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Эпитаксиальные гетероструктуры для лазерных излучателей диапазона 800 - 810 нм могут быть получены на основе различных полупроводников А3В5 и используются в таких областях как накачка активных сред твердотельных лазеров, дальнометрия, локация, и волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), которые требуют для своего решения создания полупроводниковых излучателей с высокой выходной мощностью и длительным сроком службы.
***
В данной работе берется структура на основе матрицы Ga0,7Al0,3As и для нее проверяется теоретическая модель: каждой квантовой яме (определенные концентрация и состав) ставится в соответствие своя длина волны. Также сравниваются структуры, полученные экспериментально (различные параметры роста), и для них строятся характерные зависимости.
Цель данной работы: выявить причину большей величины электролюминесценции гетероструктур на основе AlGaAs c GaAsP – квантовой ямой больше, чем у структур с квантовой ямой AlGaAs (меньшее содержание Al в квантовой яме).
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